
UKD 621.382.3 

NORMA BRANŻOWA 

BN-SO 
ELEMENTY Elementy półprzewodnikowe 3375-32.01 

I PODZESPOt Y , 

T ranzysłory ELEKTRONICZNE 

BUYP 52, BUYP 53, BUYP 54 Zamiast 
BN· 72/3375·16.06 

I. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s~ szczegóło­

we wymagania dotyczęce krzemowych tranzystorów n-p-!1 

duł ej mocy, małej częstotliwości, wykonywanych techno­

logi~ potrójnej dyfuz ji, konstrlJkcji MESA, typu: BUYP 52, 

BUYP 53, BUYP 54 w obudowie metalowej, do zastosowań 

profesjonalnych oraz w urzędzeniach wymagaj~cych zasto­

sowania elementów o wysokiej i bardzo wysokiej jakości. 

Tranzystory przeznc,czone s~ do pri!!cy w układach zasi­

laczy i układach regulacyjnych duł ej mocy. 

Kategoria ki imatyczna - wg PN-73/E-04550 - dla tran­

zystorów 

podwytszonej jakości - 40/100/10, 

wysokiej jakości - 40/100/21, 

bardzo wy s okiej jakości - 40/100/56. 

2. Przykład oznaczenia tranzystorów 

a) podwytszonej Jakości: 

TRANZYSTOR BUYP 52 BN-80/337s-32.01 40/100/10 

b) wysokiej jakości: 

TRANZYSTOR BUYP 52 BN-BO/337s-32, Ol 40/100/21 

1ft 

Grupa katalogowa 1923 

c) bardzo wysokiej jakości : 

TRANZYSTOR BUYP 52 BN-BO/337s-32; 01 40/100/56 

3. Cechowan ie tranzystorów powinno zaw ierać następu-

j~ce dane : 

a) nazwę producento lub znak fabryczny, 

b) oznaczeńie typu (podtypu), 

c) oznakowanie dodatkowe dla tranzystorów wysokiej 

bardzo wysokiej jakości. 

Tranzystory wysokiej jakości powinny być znakowane 

cyfrę 3, a tranzystory bardzo wysokiej jakości cyfrę 4" u. 

mleszczonę przed oznaczeniem typu. 

4. Wymiary i oznaczenia wyprowadzeń tranzystorów 

wg rysunku. i tabl. 1. 

Elementy obudowy - wg PN-72/T-01503: 

obudowa CI4B - wg arkusza 60 ww. normy, 

podstawa B18 _ wg arkusza 33 ww. normy. 

Oznaczenie obudowy stosowane przez pro ducenta-CE 20'. 
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Obudowa CE 20 

Kolektor Jest elektrycznie połęczony z obudowę . 

\ Zgłolzona przez Naukowo-Produkcyine Centrum Pólprzewodników 
Uatanowlona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Podzespołów i Materiałów Elektronicznych 

UNITRA-ELEKTRON dnIa 25 czerwca 1980 r. 
jako norma obowlqzujqca od dnia 1 stycznia 1981 r. 

(Dz. Norm. I Miar nr 16/1980 poz. 62-) 

WYDAWNICTWA NOIMALlZACYJNE t 980. Druk. Wyd. No,m. W·wo. A,k. wyd. 1,15 Nakl. 2800+55 Zam. 2787/80 Cena .1 7,20 



2 BN-BO/3375-JZ. Ol 

Tablica I. Wymiary obudowy CE 20 

Wymiary, mm 
Symbol wymiaru 

mInimalne nominalne maksym<.lne 

A - - 8,6 

~ ba 0,97 - I, 09~ 

~D - - 22,8 

d - 5,46 -
. 

f' - - 3,8 

l 8,0 - 13,9 

~p 3,84 - 4,21 

q 29,90 - 30,40 

R1 - - 13,5 

R2 - - 4,8 

s - 16,89 -

5. Badania w grupie A. B. C i O - wg BN-80/3375-32.00 

p. 5. 1. 

6. Wymagania szczegółowe dotycz!!ce badań grupy A. B, 

CID 

a) badania podgrupy Al - sprawdzenie wymiarów A, ~D, 

l wg rysunku I tabl. I, 

b) badania podgrupy A 2 - sprawdzenie 

parametrów' elektrycznych' wg tabl. ,2, 

c) badania podgrupy A3 - ' sprawdzenie drugorz{ldnych 

parametrów elektrycznych wg tabl. 3, 

d) badania podgrupy A4 - spraWdzenie parametrów ele­

ktrycznych w t amb - I 25
0

C (poziom 111 I IV) wg tab I. 4, 

e) badania podgrupy Bl i CI: 

- sprawdzenie wytrzymałości 'mechaniczneJ 

dzeń: próba Ub, metoda I, 

wyprowa-

- sprawdzenie szczelności: próba Qk, poziom niesz­

czelności 1,5' 10-5 Pa' dm
3
/s, 

f) badania podgrupy B3 - sprawdzenie wytrzymałości na 

spadki swobodne: połoienie tranzystora w czasie spadano a 

g) badania podgrupy B4, C4 - sprawdzenie wytrzymałoś­

ci na udary wielokrotne; mocowanie za obudowę, 

h) badania podgrupy 85 i C5 - sprawdzenie wy trzymałoś-
• Co o 

c. na nagłe zmiany temperatury - TA = -40 C, T B D 155 C, 

I) badania podgrupy B6 i C6 - sprawdzenie odporności 

na narażenia elektryczne: układ OB wg PN-78/T-Ol515 , 
o 

tabl. 5, t Ulllb = 25 C, UCE ~ 0,7 UCEO max' 

j) badania podgrupy C2; AQL - 4, O: 

- sprawdzenie parametrów elektrycznych wg tabl. 2, 

- sprawdzenie odporl"'ości na suche goręco -

_ 1000 C, 

- sprawdzenie odporności na zimno - t b ~ 
Q111 mln 

k) badania podgrupy C3 - masa wyrobu 15 g, 

I) badania podgrupy C4: 

t • amb max 

o 
- -40 C, 

- sprawdzenie wytrzymałości na pr~yspleszenie stałe: 

kierunek probierczy wzdłuż osi wyprowadzeń, mocowa­

nIe za obl'dowę, 

- sprawdzenie wytrzymałości na udary wielokrotne: mo­

cowanie za obudowę, 

- sprawdzenie wytrzymałości na wibracje o stałej częs­

toll iwości: mocowanie za obudowę, 

m) badania podgrupy C7 - sprawdzenie wytrzymałości 

o 
na zimno - tst , - -40 C, g mm 

n) badania podgrupy C8 - sprawdzenie wytrzymałości 

o 
na suche gorę.co - t mISS C 

stg max ' 

o) badania podgrupy CIO - sprawdzenie wymiarów wg 

rysunku i, tabl. l, 

p) badania podgrupy Ol (poziom III i IV) - sprawdzenie 

odpo,rności na niskie ciśnienie atmosferyczne: temperatura 
o 

naratenla 25 C, 

r) badanie podgrupy 04 - sprawdzenie wytrzymałości na 

pleśń - po badaniu brak porostu pleśni, 

s) badanie podgrupy D5 - sprawdzenie wytrzymałości na 

mgł{l solnę: połoienle tranzystora dowolne, 

t) parametry elektryczne sprawdzane w czasie I po ba­

daniach grupy B, C i D wg tabl. 5. 

wyprowadzenIami do góry, 7. Pozostałe postanowienia - wg BN-80/3375-32. O 

Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A2 (poziom II. III IV) 

Wartości graniczne 

Lp. 
Oznaczenie litero- Metoda pomiaru wg BUYP 52 BUYP 53 BUYP 54 

we parametru PN-74/T-Ol504 
Warunki pomiaru Jednostka 

mln max min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO " 
UCB - 80 V, l - O - 5 - - - -E .. ' 

1 
lCBO 

ark. 05 
UCB - 50 V, l - O 

mA 4 - - - - -E 

UCB - 30 V, l ~ O - -E - - - 3 
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cd. tabl. Z 

Wartości graniczne 

Lp. 
Oznaczenie I itero- Metoda pomiaru wg 

we parametru PN-74/T-01504 
Warunki pomiaru Jednostka BUYP 52 BUYP 53 BUYP 54 

min max min max min max 
• 

1 2 3 4 5 6 7 B Q 10 l l 

V( BR )eEO t) 
J C - 1 A 

2 ark. 07 V 70 - 50 - 30 -
I - O E 

I
E - 10 mA 

3 V(BR)EBO ark. 04 V 5 - 5 - 5 -
Ie -o 

I - 5 A C - 10 - 1.0 - 10 -
U - 5 V 

4 h
21E 

t) ark. 08 
CE 

le· 0.5 A -
- 10 - 20 - 20 -

VCE= 5 V 

1)Pomlar impulsowy: tp '; 300 f1s.c5 -~2Ij'ł. 

Tabl ica 3. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A3 i C2 (poziom II, III liV) 

Wartości graniczne 
Oznaczenie Metoda pomiaru wg 

Lp, literowe para- PN-74jT-01504 Warunki pomiaru Jednostka BUYP 52 BUYP 53 BUYP 54 

metru 
min max min max min max 

l 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 

le=0,5A, lB=0,05A V - , 0,35 - 0,35 - 0,35 

I U l) 
CE sat 

ark. 06 

le = 5 A, lB = 0,5 A V - 2 - 2 - 2 

. 
le = 0,5 A, IB = 0,05 A V - I - l - l 

2 U ł) ark . 06 BE saf 
l.c = 5 A, I

B
=0,5A V - 2 - 2 - 2 

3 ark. 
Ic=0,5A, UCE - 10 V 

f T 24 MHz 10 - 10 - 10 -
! - 5 MHz . -

1) Pomiar impulsowy: tp .-300 ~, "".;;.2%. 

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A4 (poziom III i IV) 

Wartości gramczne 

Oznaczenie 
Metoda pcmlaru wg 

Lp. literowe WarunkI pomiaru Jednostka BUYP 52 BUYP 53 BUYP 54 
PN-74/T -01504 . 

pclrametru 
min maX min max min max 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

UCB = 80 V, I = O E 

- 20 - - - - -. 
c 

tamb = 125 C 

V
CB 

= 50 V, I = O 
E 

l ICBO ark. 05 
1 25

0
C 

mA 
tamb = 

- - - 20 - -

[JeB = 30 V, I = O E - - - - - 20 

tamb 
_ 1250 C 
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Tablica 5. Parametry elektryczne sprawdzane. w czasie I po badaniach grupy B. C I D (poziom II, III I IV) 

Wartości graniczne 
OznaczenIe Metoda 

Lp, literowe pomIaru wg Warunki pomiaru Podgrupa badań Jednostka BUVPS2 BUYPS3 BUYP54 
parametru PN-74/T-OIS04 

mln max mln max mln max 

1 2 3 4 S, 6 7 8 9 10 " 12 

U
CB

a 80V, IE - O BI, B3, B4, B5, - 5 - - - -
U

CB 
R 50 V, I • O 

CI, C4, CS, C7, 
4 - - - - -e C9, 01 1) 

U
CB 

a 30 V, I • O - - - - - 3 
E 

mA 
UCB - 80 V, JE" O B6, C6, C8 - 20 - - - -: 

. 

1 I
CBO 

ark. 05 UCB' · 50 V, I ; . O 
E - - - 20 - -

U
CB 

a 30 V, JE· O - - - - - 20 

U
CB 

.80 V, JE. O 
C2 3) - 20 - - - -

U
CB 

E 50 V, I O E· mA - - - 20 - -

U
CB 

a 30 V, l • O E ' - - - - - 20 

BI, B3, B4, BS, 

, 
CI , C2, C4, CS, lO - 20 - 20 -

V -SV 
CE C7, C9, 01 1) 

2 h
21E 

2) ark. OS -
I .. 0,5 A B'6, C6, C8 5 5 5 C - - -

l 

C2 4) 5 - 5 - 5 -

"-)W czasie badania. 

t)Pomlar Impulsowy: tp ,.;;;300 fo'S, A __ 2'. 

3)W czasIe badania odporności na suche gor~co. 

4)W czasie badanla 'odpornoścl na zimno. 

K O ,N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowuji'ca norm!, Naukowo-Produk-

cyjne Centrum P6łprzewodnlk6w - Warszawa. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-72/337S- 16.06 

a) doprowadzono postanowienia normy do zgodno~cl 

BN-80/337S-32.00, 

z 

b) wprowadzono now~, rozszerzon{l klasyfikację Jakoś-

clowę dzlelacę tranzystory na trzy poziomy jakościowe. 

3. Normy zwlpzane 

PN-73/E-04SS0.00 Wyroby elektrotechniczne. Pr6by śro­

dowiskowe. Postanowienia og61ne 

PN-72/T -o ISO:!. 33 Elementy p6łprzewodnlkowe . Zarys 

wymiary. Podstawa BI8 

PN-72/T -01503.60 Elementy p6łprzewodnikowe. Zarys 

I wymiary . Obud)wa CI4 

PN-74/T -o 1 50,('. 04 Tranzystory . . Pomiar napięć przebicia 

U(BR)CBO i U(BR)EBO 

PN-74/T-OIS04.05 Tranzystory. Pomiar prędów wstecz-

nych JCBOi J EBO 

PN-71ł/T -01504.06 Tranzystory. Pomiar napięcia nE.sy-

cenla U I U
BE 

metodę Impulsowę 
CE sal sal 



Informacja dodatkowe do BN-80/3375-32. 01 

PN-74/T -01504.07 Tranzystory. Pomiar napięć pr:leblcla 

U(BR) CEO' U(BR)CER' U( BR) CES' U(BR)CEXme­
todę impul sowę 

BN-80/3375-32.00 Elementy półprzewodnikowe. TranzyS­

tory mocy. małej częstotliwoścI. Wymagania I badanIa 

PN-74/T -01504.08 Tranzystory. Pomiar [h
21E

] 

impulsowę 

metodę 

4. Symbol wg KTM 

BUYP 52 - 1156232201002. 

BUYP 53 - 1156232202003. 

BUYP 54 - 1156232203004. PN-74/T-01504.24 Tranzystory. Pomiar modułu h
21e 

w 

zakresie w. cz. i częstotliwości f T 

PN-78/T-01515 Elementy p6łprzewodnikowe. Ogólne wy-
5. Wartości dopuszczalne - wg tabl. 1-1 i rys. 1-1. 

magania i badania 

Lp. 
Oznaczenie 
parametru 

1 2 

1 UCBO 

2 UCEO 

3 UEBO 

4 lc 

5 lE 

6 la 

7 Prol 

8 t
i 

S tamb 

10 1.lg 

Rezystancja termiczna 
złęcze-obudowa . 

• 

6. Dane charakterystyczne - wg tabl. 1-21 rys. 1-2 + 1-5. 

Tablica l-l 

, WartoścI dopuszczalne 

Nazwy parametru Jednostka 
BUYP 52 

3 4 5 

napięcie kolektor-baza V 120 

napięcie kolektor-emi ter V 70 

napięcie emiter-baza V 

pręd kolektora A 

pręd emitera A 

pręd b.c.zy A 

całkowita moc wejściowa (stała lub śred-
nia na wszystkich elektrodach) przy W 

t = 250 C case 

temperatura złęcza Oc 

temperatura otoczenia w czasie pracy Oc 

temperatura przechowywania Oc 

Rezystancja termiczna 
złęcze-otoczenie 

Plot 
[W] 
70 

60 

50 

40 

30 

20 

f O 

o 

8UYP 52 
8UYP 53 
BUYPS4 

UtE = O ... 20V 

ł\ 
Uu=lOV " 

I I 
~ 

Un = 4tIV 

UcE'=SÓV '" Rth(j-t) 

" UCE· 60V " 
Ua= 10V " 

~ 

" 
Rur j-II. '\ 

r-- -1-. ~- l~ ~ - -30 GO gO 

I BN-80/3375 -:n .01-1-11 

Rys. 1-1. Zale!ność temperaturowa mocy start od temperatury 

PIOI - f (tcase ) 

BUYP 53 BUYP 54 
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80 40 

50 30 

5 
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-40 ;- 100 

-40.;. 155 



Tablica 1-2 

Lp. Oznaczenie parametru Nazwa parametru Warunki pomiaru Jednostka BUYP 52 

min typ 

I 2 3 4 5 6 7 

UCB - 80 V, IE - O - 0,5 

I I
CBO 

pręd zerowy kolektora UrR m 50 V, lIC = O mA - -
UrR - 30 V, , = O - -E 

2 U(BR)CBO 
napięcie przebicia kolektor-baza 

Ic D 10 mA 
I - O E 

V 120 180 

1 R I A 
3 

U(BR) CEO 
napięcie przebicia kolektor-emiter 

C V 70 100 la" O 

4 
U(BR)EBO 

napięcie przebicia emiter-baza JE: ~O mA 
C 

V 5 8 

Ic - 0,5 A 

statyczny współczynnik wzmocnienia prt\- UCE = S V la -
5 h ZIE 1) dowego (w lI<ładzle wspólnego emitera) -, = S A 

,C 
10 V

CE 
~ S V -

, 

6 UCE Sl't 
napięcie nasycenia kolektor-emiter 

IcRO,SA 

'a- 0,05 A 
V - O, 13 

7 UBE sat 
napięcie nasycenia baza-emiter 

I
c

- 0,5 A 

IB- 0 ,05A V - 0,7 

, R 5A 
8 UCE sat i) napięcie nasycenia kolektor-emiter 

C 
IB=O, SA V - 0,8 

1 = S A 

U8E sal i) 
C g napięcie nasycenia baza-emiter IB -O,5A V - l, 2 

'C - O, S A 

10 . fr częstotl iwość graniczna UCE = S V MHz 10 25 
f= S MHz 

11 ton czas włęczania Jc = S A - 0,8 

12 toff . czaS wyłęczania 'Bl-O,SA 
l-'5 - l, 2 

13 tf czas opadania 182 =. 0,25. A - l, S 

f)Pomlar impulsowy: t p <;300~, 45 C;2~. 

Typ 

'BUYP 53 

ma>< min typ ma>< 

8 9 la l l 

5,0 - - -
- - 0,5 4,0 

- - - -

- 80 100 -

- 50 60 -

- 5 8 -

150 20 - 150 

120 10 - 120 

0,35 - 0,13 0,35 

I, O - 0,7 l, O 

2,0 - 0,8 2,0 

2,0 - I, 2 2,0 

- 10 25 -

2,0 - 0,8 2,0 

3,1) - l, 2 3,0 

2,0 - l, S 2,0 

BUYP 54 

min typ 

12 13 

- -
- -
- 1,5 

40 ćO 

30 40 

5 8 

20 -

10 -

- O, 13 

- 0,7 

- 0,8 

- I, 2 

la 25 

- 0,8 

- 1,2 

- l, S 

ma>< 

14 

-
-

3,0 

-

-

-

150 

120 

0 , 35 

1, O 

2, O 

2, O 

-
2,0 

3,0 

2,0 

I 
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informacje dodatkowe do ElN-80j3375-32. 01 . 7 . 
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Rys. 1-2. Zale!ność napięcia kolektor-emiter od 
rezystancji bazy UCER = f( R BE) 
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Rys. 1-3. Dcpuszczalny obszar pracy w zakresie le + U
CE 
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Rys. 1-4. Charakterystyka wyjściowa Ie=f( U
CE

) 
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200 

htfE 

100 

10 

1 
0,1 

BUYP52 
BUYP 53 
8UYP 54 

.--
, 

~ 
~ 

C"oo. 

UCE = SV I"" 
I' *Ilmb = ZS o \: 

·Icimp. t." 0.2 ms 
T::20ms 

1 I~ [AJ 10 

I BN-80/3375 - 32 .01-1-5 I 

Rys. I-S. Zale!ność statycznego wsp6łczynnika wzmocnie­
nia prę.dowego od prę.du kolektora h

21E 
m f( le) 


